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Аннотация

Целью работы являлось исследование движения носителей заряда в GaAs,
используемого в создании детекторов для анализа СИ. Для этой цели были,
записаны осциллограммы напряжений на нагрузке при разных внешних
напряжениях и при разной ориентации детектора к СИ. На основании
полученных данных предположительно обнаружено наличие не
предсказанных теоретически медленных носителей заряда. Выбрана
оптимальное напряжение и положение относительно СИ, при котором работа
детектора не зависит от времени. Результаты измерений не повсеместно
согласуются с известными техническими данными. Предложена гипотеза,
объясняющая отклонение от теоретических данных.
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